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sobre sus propiedades ferroeléctricas
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Las peliculas delgadas de la perovskita de BiFeO, ha despertado especial interés en
la industria microelectronica debido a que es un compuesto con baja toxicidad y libre
de plomo; y por sus propiedades multiferroicas intrinsecas que presenta a
temperatura ambiente. Esta perovskita tiene propiedades ferroeléctricas con una
temperatura de Curie T-~1103K y polarizaciones remanentes de P > 60 uC/cm?, y
propiedades ferromagnéticas

ferroeléctricos.

La preparacion de estas laminas mediante el depdsito quimico de disoluciones
(“Chemical Solution Deposition”, CSD) presenta un alto interés en la fabricacion de
estas peliculas, debido a su bajo coste y a que permite el depdsito de grandes areas

con temperaturas de Néel
presenta uno de los band-gaps mas bajos (E, ~2,8 eV) dentro de los oOxidos

con alta uniformidad y elevado control composicional.

l. Sintesis sol-gel de disoluciones precursoras de BiFeO,

Relacion molar

Relaciéon molar 1Bi(l) : 5.25 (mdea)

Relaciéon molar

1 Bi (lll) : 10 (diol) Bi(NO3)3'5H20 1 Bi (lll) : 5 (mdea)
HO(CH,),OH 4 CH,N(C,H,OH),
(diol) (CH,CO),0 (mdea)
(ACZO) Relacion molar

Ac,O para eliminar el
agua de cristalizacion (diOl)

1 Fe (IIl) : 10 (diol)

Calentamiento
~60°C / 30 min
con agitacion

- Disolucion
.- | precursora Bi (lll)
(0.25 M)

Relacion molar
1 Fe(lll) : 40 AcOH

HO(CH,),0H  Fe(CH;COCHCOCH;); | oH(CH,),0H

(AcOH)

Calentamiento
~60°C / 30 min
con agitacion e

Disolucion

orecursora Fe (111) | g
(0.25 M)

l Dilucidn con etanol seco

Disolucion
precursora BiFeO,

La sintesis de la disolucidon de BiFeO, se realizd mediante sol-gel [1-3].
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Sin embargo, la preparacion de laminas delgadas de la perovskita de BiFeO, pura
es dificil debido a la tendencia de formacion de fases secundarias no ferroeléctricas
y defectos cargados, que dificultan su polarizacion eléctrica a temperatura
ambiente. Una solucion factible es dopar en posiciones A y/o B la estructura
perovskita (ABO,), por elementos en posicion A, como Ca o La, y/o metales de
transicidon en posicion B, como Mn o Cr.
Este trabajo se centra en la preparacion mediante CSD de laminas delgadas de la
perovskita de BiFeO,; dopada con diferentes elementos y su caracterizacion
mediante difraccion de rayos-X (DRX) y microscopia electronica de barrido (SEM).
Se presentan algunas de las propiedades ferroeléctricas de estas laminas obtenidas
del estudio que actualmente se esta llevando a cabo. Esta caracterizacion permitira
determinar su aplicacion en sistemas multifuncionales autoalimentados.
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V. Propiedades ferroeléctricas
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VI. Conclusiones

Las laminas obtenidas presentan una alta uniformidad con un tamano de grano
promedio de ~140nm, y un espesor entre 160-180 nm. En todas se observa un
crecimiento columnar y la formacion de la perovskita de BiFeO,;, con una fuerte
orientacion preferente en la direccion <012>. En el caso del Cr, el DRX muestra la
formacion de fases secundarias. En la pelicula de BiFeO; sin dopar, solo se ha
obtenido respuesta ferroeléctrica polarizando a temperaturas bajas (180 K) y altas
frecuencias (5 kHz). Sin embargo, la lamina de BiFeO;-Mn se ha podido medir a
temperatura ambiente y frecuencias bajas (1kHz), obteniendose valores de
polarizacion remanente de Pg~27 uC/cm? y campos coercitivos de E-~ 265 kV/cm,
adecuados para su uso en dispositivos microelectronicos (memorias, sensores, ...).
Actualmente se estd comprobando que estas laminas de BiFeO,; dopadas,
presentan respuesta fotovoltaica. Esto unido a su caracter ferroeléctrico
(fotoferroeléctricos) nos permitira proponer a estos materiales como candidatos
adecuados para su uso en dispositivos multifuncionales autoalimentados.
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